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【57】申請專利範圍
1.　一種使用一固態半導體程序之後端製程(BEOL)之材料形成之MEMS裝置，其中：
應用蒸氣氟化氫(vHF)之一後處理及後襯(post backing)以形成該MEMS裝置，
該MEMS裝置之一總尺寸在 50 um與 150 um之間；
三個彈簧，圍繞該MEMS裝置均勻分佈，並且圍繞該MEMS裝置之一中心軸旋轉；及
該MEMS裝置為圓形的，且該等彈簧具有一螺旋形狀。

2.　如請求項 1之MEMS裝置，其中該MEMS裝置之該總尺寸小於 100 um。
3.　如請求項 1之MEMS裝置，其中該等彈簧用一單一金屬層及至少兩個金屬層之一堆疊之
一者製成。

4.　如請求項 3之MEMS裝置，其中該MEMS裝置係一慣性感測器(inertial sensor)。
5.　如請求項 4之MEMS裝置，其包括一驗證質量(proof mass)，其中該驗證質量由四個金
屬層之一堆疊及該等彈簧製成，其中該等彈簧為以下之一者：用形成該堆疊之該驗證質

量之一頂部金屬層加以製成且與之連接，及與該堆疊之兩個頂部金屬層連接。

6.　如請求項 4之MEMS裝置，其中該等彈簧係連接至一外環，使得在該蒸氣氟化氫蝕刻之
後，該外環之一部分保持埋設於其外邊緣之氧化矽中。

7.　如請求項 1之MEMS裝置，其中該MEMS裝置具有一頂部金屬平面及小於該頂部金屬
平面之一底部金屬平面。

8.　如請求項 7之MEMS裝置，其中該底部金屬平面之一外環寬度小於或等於該頂部金屬平
面之一外環之寬度之 10%至 50%。

圖式簡單說明
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圖 1展示具有三個彈簧之一MEMS裝置之一驗證質量，該等彈簧連接至裝置之圓周並圍
繞圓周均勻間隔開；

圖 2係一MEMS裝置之金屬及通孔層之一分解圖，未展示 SiO 2、鈍化層及基板；

圖 3係圖 2之MEMS裝置之M4層之一縮放視圖；
圖 4係圖 2之MEMS裝置之M5層之一縮放視圖；
圖 5係圖 2之MEMS裝置之 V4層之一縮放視圖；
圖 6係圖 2之MEMS裝置之一三維視圖；
圖 7展示圖 2之MEMS裝置之金屬層之一側視圖；
圖 8係圖 2、圖 6及圖 7之MEMS裝置之一橫截面示意圖；及
圖 9係包含橫向電極之一MEMS裝置之金屬及通孔層之一分解視圖。
不同圖中相同元件符號指示相同元件。
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